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摘要(译)

在本发明中，为了抑制发光元件中的收缩或不均匀发光等失效模式的发
生，缩短含有有机化合物（EL层）的层的成膜前处理所需的时间，形成
电连接到源区或漏区的第一电极，形成绝缘膜以覆盖第一电极的端部，
并使用氩在第一电极和绝缘膜上形成绝缘膜在含氧气氛中等离子体处理
后在第一电极和绝缘膜上形成含有有机化合物的层，并在含有有机化合
物的层上形成第二电极从而形成发光元件。
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